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S1 S2 S3 S4 Toplam 
     

 
S1. 

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki parantez içinde D ya da Y şeklinde belirtiniz. (25) 
a. FET akım kontrollü aktif bir devre  elemanıdır.   ( ) 
b. FET in giriş direnci BJT ye göre daha yüksektir.    ( ) 
c. FET in gerilim kazancı BJT ye göre daha yüksektir.   ( ) 
d. JFET gerilim kontrollü bir direnç olarak kullanılabilir.  ( ) 
e. CMOS lojik kapılar, TTL ye göre daha düşük güç harcarlar ( ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S2.  

Yandaki devrede Q çalışma noktası için  IDSS = 10 mA , VP = -8 V , VDD = 16 
V, VGG = 2 V ve  yos = 40 µS olarak verilmiştir. Devrenin gerilim kazancı  
Av = -3.48, giriş direnci Zi = 1MΩ, çıkış direnci Zo = 1.85 kΩ olarak 
verildiğine göre aşağıdaki değerleri bulunuz;  
a. VGSQ   (5) 
b. I DQ  (5) 
c. rd  (5) 
d. gm  (5) 
e. RG   (5) 
f. RD  (5) 
g. VD  (5) 
h. VG ve VS (5) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S3.   

a. Kaç tür güç kuvvetlendiricisi vardır? Yazınız.    (10)  
 
 
 
b. Şekildeki A sınıfı kuvvetlendiricisinde transformatörün kullanılmasının nedenlerini 

açıklayınız.         (10)  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 S4.    

a. Yandaki devrede tranzistörlerin ideal 
olduğunu varsayarak devrenin nasıl 
çalıştığını yandaki tabloyu doldurarak 
açıklayınız.   (10) 

 
 
 

 
 
 
 
b. Bu devre ne iş yapar?  (5)  

 
 

Başarılar… 
 
 Hatırlatma: 
 

A B TA TB TX X 

      

0 VCC on off off VCC 

      

      



CEVAPLAR 
 
 
C1.   

Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki parantez içinde D ya da Y şeklinde belirtiniz. (25) 
a. FET akım kontrollü aktif bir devre  elemanıdır.   (Y) 
b. FET in giriş direnci BJT ye göre daha yüksektir.    (D) 
c. FET in gerilim kazancı BJT ye göre daha yüksektir.   (Y) 
d. JFET gerilim kontrollü bir direnç alarak kullanılabilir.  (D) 
e. CMOS lojik kapılar, TTL ye göre daha düşük güç harcarlar (D) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C2. 
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g. V75.425.1116kΩ2mA625.5V16 =−=×−=×−= DDDDD RIVV  

h. V0V2 =−== SGSG VVV  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C3.   

a. A sınıfı, B sınıfı, AB sınıfı, C sınıfı ve D sınıfı güç kuvvetlendiricileri. 
b. Transformatör, yük ile tranzistor devresinin çıkışı arasında empedans uyumu ile birlikte devre ile yük arasında 

elektriksel izolasyonu sağlar. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C4.  
 

a.  A ve/veya B ‘0’ a bağlandığında TA ve/veya TB 
iletimde, TX kesimde olur. Bu durumda X çıkışı 
VCC olur.      

  A ve B ‘VCC’ ye bağlandığında TA ve TB kesimde, 
TX iletimde olur. Bu durumda X çıkışı ‘0’ olur. 

 
 
 

b. Bu bir NAND kapısıdır.     
 
  
 

A B TA TB TX X 

0 0 on on off VCC 

0 VCC on off off VCC 

VCC 0 off on off VCC 

VCC VCC off off on 0 


